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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１画素が複数の色相のサブ画素により構成される画素を少なくとも一つ含む有機発光表
示装置において，
　前記複数のサブ画素のうち１つのサブ画素の発光層が前記画素領域の全面に渡って形成
され，
　前記複数のサブ画素のうち前記１つのサブ画素とは別の少なくとも２つのサブ画素の発
光層が，前記１つのサブ画素の発光層の上層に，それぞれ閉曲線によって確定される領域
をなして形成され，
　前記１つのサブ画素の発光層は青色の発光層であり，
　前記１つのサブ画素の発光層の面積から前記少なくとも２つのサブ画素の発光層の面積
を除いた面積は，前記少なくとも２つのサブ画素の発光層のいずれの面積よりも大きいこ
とを特徴とする有機発光表示装置。
【請求項２】
　前記１つのサブ画素の発光層と前記少なくとも２つのサブ画素の発光層との間の層に位
置し，前記画素領域の全面に渡って形成される電子阻止層をさらに含むことを特徴とする
請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項３】
　１画素が複数の色相のサブ画素により構成される画素を少なくとも一つ含む有機発光表
示装置において，
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　前記複数のサブ画素のうち少なくとも２つのサブ画素の発光層が前記画素領域内の所定
の層に相互に重ならないように形成され，
　前記複数のサブ画素のうち前記少なくとも２つのサブ画素とは別の１つのサブ画素の発
光層が，前記少なくとも２つのサブ画素の発光層の上層に，前記少なくとも２つのサブ画
素の発光層を含むように前記画素領域の全面に渡って形成され，
　前記１つのサブ画素の発光層は青色の発光層であり，
　前記１つのサブ画素の発光層の面積から前記少なくとも２つのサブ画素の発光層の面積
を除いた面積は，前記少なくとも２つのサブ画素の発光層のいずれの面積よりも大きいこ
とを特徴とする有機発光表示装置。
【請求項４】
　前記少なくとも２つのサブ画素の発光層と前記１つのサブ画素の発光層との間の層に位
置し，前記画素領域の全面に渡って形成される正孔阻止層をさらに含むことを特徴とする
請求項３に記載の有機発光表示装置。
【請求項５】
　１画素が複数の色相のサブ画素により構成される画素を少なくとも一つ含む有機発光表
示装置において，
　前記各画素は，
　前記複数のサブ画素に対応して基板上の所定の領域にそれぞれ形成される第１電極層と
，
　前記第１電極層の上層に前記画素領域の全面に渡って形成される第１サブ画素の発光層
と，
　前記第１サブ画素の発光層の上層の前記画素領域内の所定の領域に，閉曲線によって確
定される領域をなして形成される第２サブ画素の発光層と，
　前記第１サブ画素の発光層の上層の前記第２サブ画素の発光層と重ならない前記画素領
域内の別の領域に，閉曲線によって確定される領域をなして形成される第３サブ画素の発
光層と，
　前記第１サブ画素の発光層，前記第２サブ画素の発光層及び前記第３サブ画素の発光層
の上層に形成される第２電極層とを含んで構成され，
　前記第１サブ画素の発光層は，青色の発光層であり，
　前記第１サブ画素の発光層の面積から前記第２サブ画素の発光層及び前記第３サブ画素
の発光層の面積を除いた面積は，前記第２サブ画素の発光層または前記第３サブ画素の発
光層のいずれの面積よりも大きいことを特徴とする有機発光表示装置。
【請求項６】
　前記第１サブ画素の発光層と前記第２サブ画素の発光層との間の層に，前記画素領域の
全面に渡って形成される電子阻止層をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の有機
発光表示装置。
【請求項７】
　前記電子阻止層は，Ｉｒ（ｐｐｚ）３から成ることを特徴とする請求項６に記載の有機
発光表示装置。
【請求項８】
　前記第１サブ画素の発光層と前記第３サブ画素の発光層との間の層に，前記画素領域の
全面に渡って形成される電子阻止層をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の有機
発光表示装置。
【請求項９】
　前記電子阻止層は，Ｉｒ（ｐｐｚ）３から成ることを特徴とする請求項８に記載の有機
発光表示装置。
【請求項１０】
　前記第１サブ画素の発光層の発光効率は，前記第２サブ画素の発光層の発光効率または
前記第３サブ画素の発光層の発光効率のいずれよりも低いことを特徴とする請求項５に記
載の有機発光表示装置。
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【請求項１１】
　前記第２サブ画素の面積の前記第１サブ画素の面積に対する比率は，０．２～０．５の
範囲であることを特徴とする請求項５に記載の有機発光表示装置。
【請求項１２】
　前記第３サブ画素の面積の前記第１サブ画素の面積に対する比率は，０．２～０．５の
範囲であることを特徴とする請求項５に記載の有機発光表示装置。
【請求項１３】
　前記第２サブ画素の発光層及び前記第３サブ画素の発光層は，一方が赤色の発光層であ
り，他方が緑色の発光層であることを特徴とする請求項５に記載の有機発光表示装置。
【請求項１４】
　前記第１サブ画素，前記第２サブ画素及び前記第３サブ画素の画素配列は，ストライプ
配列であることを特徴とする請求項５に記載の有機発光表示装置。
【請求項１５】
　前記第１サブ画素，前記第２サブ画素及び前記第３サブ画素の画素配列は，デルタ配列
であることを特徴とする請求項５に記載の有機発光表示装置。
【請求項１６】
　１画素が複数の色相のサブ画素により構成される画素を少なくとも一つ含む有機発光表
示装置において，
　前記各画素は，
　前記複数のサブ画素に対応して基板上の所定の領域にそれぞれ形成される第１電極層と
，
　前記第１電極層の上層の前記画素領域内の所定の領域に形成される第１サブ画素の発光
層と，
　前記第１電極層の上層の前記第１サブ画素の発光層と重ならない前記画像領域内の別の
領域に形成される第２サブ画素の発光層と，
　前記第１サブ画素の発光層及び前記第２サブ画素の発光層の上層に，前記第１サブ画素
の発光層及び前記第２サブ画素発の光層を含むように前記画素領域の全面に渡って形成さ
れる第３サブ画素の発光層と，
　前記第１サブ画素の発光層，前記第２サブ画素の発光層及び前記第３サブ画素の発光層
の上層に形成される第２電極層とを含んで構成され，
　前記第３サブ画素の発光層は，青色の発光層であり，
　前記第３サブ画素の発光層の面積から前記第１サブ画素の発光層及び前記第２サブ画素
の発光層の面積を除いた面積は，前記第１サブ画素の発光層または前記第２サブ画素の発
光層のいずれの面積よりも大きいことを特徴とする有機発光表示装置。
【請求項１７】
　前記第１サブ画素の発光層と前記第３サブ画素の発光層との間の層に，前記画素領域の
全面に渡って形成される正孔阻止層をさらに含むことを特徴とする請求項１６に記載の有
機発光表示装置。
【請求項１８】
　前記正孔阻止層は，ＢＣＰ，ＢＡｌｑ，ＳＡｌｑ，ＴＡＺ，ＯＸＤ７，Ａｌｑ３または
ＰＢＤからなる群より選択される一つの物質から成ることを特徴とする請求項１７に記載
の有機発光表示装置。
【請求項１９】
　前記第２サブ画素の発光層と前記第３サブ画素の発光層との間の層に，前記画素領域の
全面に渡って形成される正孔阻止層をさらに含むことを特徴とする請求項１６に記載の有
機発光表示装置。
【請求項２０】
　前記正孔阻止層は，ＢＣＰ，ＢＡｌｑ，ＳＡｌｑ，ＴＡＺ，ＯＸＤ７，Ａｌｑ３または
ＰＢＤからなる群より選択される一つの物質から成ることを特徴とする請求項１９に記載
の有機発光表示装置。
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【請求項２１】
　前記第３サブ画素の発光層の発光効率は，前記第１サブ画素の発光層の発光効率または
前記第２サブ画素の発光層の発光効率のいずれよりも低いことを特徴とする請求項１６に
記載の有機発光表示装置。
【請求項２２】
　前記第１サブ画素の面積の前記第３サブ画素の面積に対する比率は，０．２～０．５の
範囲であることを特徴とする請求項１６に記載の有機発光表示装置。
【請求項２３】
　前記第２サブ画素の面積の前記第３サブ画素の面積に対する比率は，０．２～０．５の
範囲であることを特徴とする請求項１６に記載の有機発光表示装置。
【請求項２４】
　前記第１サブ画素の発光層及び前記第２サブ画素の発光層は，一方が赤色の発光層であ
り，他方が緑色の発光層であることを特徴とする請求項１６に記載の有機発光表示装置。
【請求項２５】
　前記第１サブ画素，前記第２サブ画素及び前記第３サブ画素の画素配列は，ストライプ
配列であることを特徴とする請求項１６に記載の有機発光表示装置。
【請求項２６】
　前記第１サブ画素，前記第２サブ画素及び前記第３サブ画素の画素配列は，デルタ配列
であることを特徴とする請求項１６に記載の有機発光表示装置。
【請求項２７】
　前記第１サブ画素の発光層及び前記第２サブ画素の発光層には，その外周に沿ってそれ
ぞれ画素定義膜が形成されることを特徴とする請求項１６に記載の有機発光表示装置。
【請求項２８】
　１画素が複数の色相のサブ画素により構成される画素を少なくとも一つ含む有機発光表
示装置の製造方法において，
　前記各画素を形成する段階は，
　前記複数のサブ画素に対応して基板上の所定の領域にそれぞれ第１電極層を形成する段
階と，
　前記第１電極層の上層に前記画素領域の全面に渡って第１サブ画素の発光層を形成する
段階と，
　前記第１サブ画素の発光層の上層の前記画素領域内の所定の領域に，閉曲線によって確
定される領域をなすように第２サブ画素の発光層を形成する段階と，
　前記第１サブ画素の発光層の上層の前記第２サブ画素の発光層と重ならない前記画素領
域内の別の領域に，閉曲線によって確定される領域をなすように第３サブ画素の発光層を
形成する段階と，
　前記第１サブ画素の発光層，前記第２サブ画素の発光層及び前記第３サブ画素の発光層
の上層に第２電極層を形成する段階と，
　を含み，
　前記第３サブ画素の発光層は，青色の発光層であり，
　前記第３サブ画素の発光層の面積から前記第１サブ画素の発光層及び前記第２サブ画素
の発光層の面積を除いた面積は，前記第１サブ画素の発光層または前記第２サブ画素の発
光層のいずれの面積よりも大きいことを特徴とする有機発光表示装置の製造方法。
【請求項２９】
　前記第１サブ画素の発光層は，真空蒸着法，ウェットコーティング法，インクジェット
法またはレーザ熱転写法のいずれか一つの方法によって形成されることを特徴とする請求
項２８に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３０】
　前記第２サブ画素の発光層及び前記第３サブ画素の発光層は，真空蒸着法，ウェットコ
ーティング法，インクジェット法またはレーザ熱転写法のいずれか一つの方法によって形
成されることを特徴とする請求項２８に記載の有機発光表示装置の製造方法。
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【請求項３１】
　前記第１サブ画素の発光層と前記第２サブ画素の発光層との間に，前記画素領域の全面
に渡って電子阻止層を形成する段階を更に含むことを特徴とする請求項２８に記載の有機
発光表示装置の製造方法。
【請求項３２】
　前記電子阻止層は，真空蒸着法，ウェットコーティング法，インクジェット法またはレ
ーザ熱転写法のいずれか一つの方法によって形成されることを特徴とする請求項３１に記
載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３３】
　前記第１サブ画素の発光層と前記第３サブ画素の発光層との間に，前記画素領域の全面
に渡って電子阻止層を形成する段階を更に含むことを特徴とする請求項２８に記載の有機
発光表示装置の製造方法。
【請求項３４】
　前記電子阻止層は，真空蒸着法，ウェットコーティング法，インクジェット法またはレ
ーザ熱転写法のいずれか一つの方法によって形成されることを特徴とする請求項３３に記
載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３５】
　１画素が複数の色相のサブ画素により構成される画素を少なくとも一つ含む有機発光表
示装置の製造方法において，
　前記各画素を形成する段階は，
　前記複数のサブ画素に対応して基板上の所定の領域にそれぞれ第１電極層を形成する段
階と，
　前記第１電極層の上層の前記画素領域内の所定の領域に第１サブ画素の発光層を形成す
る段階と，
　前記第１電極層の上層の前記第１サブ画素の発光層と重ならない前記画素領域内の別の
領域に第２サブ画素の発光層を形成する段階と，
　前記第１サブ画素の発光層及び前記第２サブ画素の発光層の上層に，前記第１サブ画素
の発光層及び前記第２サブ画素の発光層を含むように前記画素領域の全面に渡って第３サ
ブ画素の発光層を形成する段階と，
　前記第１サブ画素の発光層，前記第２サブ画素の発光層及び前記第３サブ画素の発光層
の上層に第２電極層を形成する段階とを含み，
　前記第３サブ画素の発光層は，青色の発光層であり，
　前記第３サブ画素の発光層の面積から前記第１サブ画素の発光層及び前記第２サブ画素
の発光層の面積を除いた面積は，前記第１サブ画素の発光層または前記第２サブ画素の発
光層のいずれの面積よりも大きいことを特徴とする有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３６】
　前記第３サブ画素の発光層は，真空蒸着法，ウェットコーティング法，インクジェット
法またはレーザ熱転写法のいずれか一つの方法によって形成されることを特徴とする請求
項３５に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３７】
　前記第１サブ画素の発光層及び前記第２サブ画素の発光層は，真空蒸着法，ウェットコ
ーティング法，インクジェット法またはレーザ熱転写法のいずれか一つの方法によって形
成されることを特徴とする請求項３５に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３８】
　前記第３サブ画素の発光層と前記第１サブ画素の発光層との間に，前記画素の領域の全
面に渡って正孔阻止層を形成する段階を更に含むことを特徴とする請求項３５に記載の有
機発光表示装置の製造方法。
【請求項３９】
　前記正孔阻止層は，真空蒸着法，ウェットコーティング法，インクジェット法またはレ
ーザ熱転写法のいずれか一つの方法によって形成されることを特徴とする請求項３８に記
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載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項４０】
　前記第３サブ画素の発光層と前記第２サブ画素の発光層との間に，前記画素の領域の全
面に渡って正孔阻止層を形成する段階を更に含むことを特徴とする請求項３５に記載の有
機発光表示装置の製造方法。
【請求項４１】
　前記正孔阻止層は，真空蒸着法，ウェットコーティング法，インクジェット法またはレ
ーザ熱転写法のいずれか一つの方法によって形成されることを特徴とする請求項４０に記
載の有機発光表示装置の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，有機発光表示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近では，重量及び大きさが問題となっていた従来の陰極線管（ＣＲＴ：Ｃａｔｈｏｄ
ｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）に変わって，小型及び軽量といった長所を有する平板表示装置（
ＦＰＤ：Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）が脚光を浴びている。このような平板
表示装置としては，例えば，液晶表示装置（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ），発光（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）表示装置
，電界放出ディスプレイ（ＦＥＤ：Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍｉｔｔｅｒ　Ｄｉｓｐｌａｙ）及び
プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ：Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）な
どがある。
【０００３】
　上記のような平板表示装置のうち，特に発光表示装置は，他の平板表示装置と比較して
使用温度の範囲が広く，衝撃や振動に強く，視野角が広く，応答速度が速く，綺麗な動画
像を提供することができるといった長所を有するため，次世代の平板表示装置として注目
を浴びている。
【０００４】
　このような発光表示装置は，有機発光ダイオードを用いた有機発光表示装置と，無機発
光ダイオードを用いた無機発光表示装置とに大別することができる。有機発光ダイオード
は，一般的には，アノード電極と，カソード電極と，アノード電極とカソード電極との間
に配されて電子と正孔の結合によって発光する有機発光層とを含んで構成される。無機発
光ダイオードは，有機発光ダイオードとは異なり，例えばＰＮ接合された半導体などの無
機物からなる発光層を有する。
【０００５】
　このうち有機発光表示装置においては，一般的には，基板上の少なくとも一つの画素領
域に，例えば，赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）のサブ画素が形成される。かかるサブ画素
には赤（Ｒ），緑（Ｇ）または青（Ｂ）の色を発する物質がそれぞれ沈着されて発光層が
形成され，各サブ画素は基板上に形成された薄膜トランジスタを駆動させることによって
発光される。このとき，赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）のそれぞれのサブ画素を異なる位
置に配することにより，３原色からの光が人間の目によって統合されて，３原色の光のみ
で様々な色調の色が認識できるようになり，フルカラーディスプレイを実現することがで
きる。
【０００６】
　以下に，従来の技術による有機発光表示装置について，図面を参照しながら具体的に説
明する。図１は，従来の技術による有機発光表示装置における一つの画素領域の概略構成
を示す図であり，サブ画素の配置が示されている。
【０００７】
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　図１を参照すると，従来の技術による有機発光表示装置の画素領域１０は，赤（Ｒ），
緑（Ｇ），青（Ｂ）のサブ画素により構成され，各サブ画素領域は同一面積を有するスト
ライプ形状をなすことができる。そして，上記各サブ画素領域の間には，画素定義膜１２
が形成されて各サブ画素領域を区分している。また，別の従来の技術による有機発光表示
装置としては，画素領域に赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の各サブ画素領域がデルタ状に
配列された構成を有するものもある。
【０００８】
　図２は，図１のＡ－Ａ’線に沿った断面図であり，図１の画素領域の断面構成を概略的
に示す図である。
【０００９】
　図２を参照すると，従来の技術による有機発光表示装置は，基板２０上に形成された薄
膜トランジスタ（ＴＡ：Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ　Ａｒｒａｙ）と，薄膜トランジスタＴＡ
上に形成された第１電極層２１と，薄膜トランジスタＴＡ上に形成された画素定義膜２２
と，第１電極層２１及び画素定義膜２２の上に画素領域の全面に渡って形成された正孔輸
送層２３と，正孔輸送層２３上に画素定義膜２２によって区分されて相互に重なり合わな
いように形成された赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）のサブ画素と，上記サブ画素上に基板
の全面に渡って形成された電子輸送層２４と，電子輸送層２４上に形成された第２電極層
２５とを含んで構成される。
【００１０】
　上記各サブ画素は，色相ごとに例えば発光効率などの特性が相互に異なる。従って，例
えば発光効率の低い色相のサブ画素には，所望の輝度を得るために他の色相よりも大きな
電流を流さなければならなくなり，その結果，当該色相のサブ画素の劣化が他の色相のサ
ブ画素よりも早く進行し，寿命が短くなるといった問題があった。
【００１１】
　上記のような問題を解決するために，各色相のサブ画素の寿命に応じてサブ画素領域の
行方向の長さを異ならせて，寿命が短いサブ画素に大きな電流が流れるのを防止して，各
サブ画素間の寿命の相違を調節する方法が知られている（例えば，特許文献４参照。）。
また，各色相の発光効率だけでなく，表示装置が目標とする白色を表示する際の赤色：緑
色：青色の比率も考慮に入れて，各色相のサブ画素の面積比率を異ならせるようにした有
機発光表示装置もある（例えば，特許文献１又は３参照。）。
【００１２】
　また，各サブ画素の発光層を形成する方法には，一般的には蒸着法を用いるが，トラン
ジスタなどの基板の表面に所定の圧力のガスを供給しながら酸化物を蒸着させる方法など
が知られている（例えば，特許文献２参照。）。また，上記蒸着法以外の発光層の微細な
パターニングを行う方法としては，レーザ熱転写法によって発光層を転写させる方法も知
られている。しかし，レーザ熱転写法は，レーザ装備が高価であり，パターニングされる
転写層の品質に対する改善が必要であるといった欠点がある。
【００１３】
　ここで，上述したようなストライプ状またはデルタ状の画素配列を有する有機発光表示
装置において，各サブ画素の面積を相互に異ならせて形成するには，一般的には，赤（Ｒ
），緑（Ｇ），青（Ｂ）のそれぞれのサブ画素領域ごとにパターニングを行って各色相の
発光材料を蒸着させる。このとき，赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の各サブ画素領域のパ
ターニングは，一般的には，シャドーマスク（Ｓｈａｄｏｗ　Ｍａｓｋ）または高精細メ
タルマスク（ＦＭＭ：Ｆｉｎｅ　Ｍｅｔａｌ　Ｍａｓｋ；ファインメタルマスク）を使用
して行われる。
【００１４】
【特許文献１】大韓民国特許公開第２００４－０１７７８７６号明細書
【特許文献２】米国特許第６，６３８，８１９Ｂ２号明細書
【特許文献３】米国特許第６，３６６，０２５Ｂ１号明細書
【特許文献４】特開２００４－１１１０８２号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかし，上述した従来の方法によって，特定の色相のサブ画素の領域を一定の面積だけ
大きく製作するような微細なパターニングには限界があるため，有機発光表示装置の寿命
を改善させることは困難であり，問題となっていた。
【００１６】
　特に，従来の有機発光表示装置においては，発光層を形成する際に，赤（Ｒ），緑（Ｇ
），青（Ｂ）のそれぞれの色相のサブ画素ごとに別途のマスクを用いてパターニングを行
わなければならない。このように，それぞれの色相のサブ画素ごとにマスクを使用してパ
ターニングを行う場合，マスク数が多いほどパターニングの際にズレが生じてミスアライ
ンが発生する確率が高くなる。このようなミスアラインの発生は，有機発光表示装置の解
像度を低下させるので大きな問題となる。更に，発光層の色相ごとに別途のマスクを使用
することは，製造コストの上昇につながり，また，より精密なパターニング技術が要求さ
れる。
【００１７】
　そこで，本発明はこのような問題点に鑑みてなされたもので，その目的とするところは
，発光効率の低いいずれか一つの画素の面積を広くするように各画素を構成して寿命を改
善しつつ，パターニングの際に生じるサブ画素の配置のずれを防止することのできる有機
発光表示装置及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記課題を解決するために，本発明のある観点によれば，１画素が複数の色相のサブ画
素により構成される画素を少なくとも一つ含む有機発光表示装置において，上記複数のサ
ブ画素のうち１つのサブ画素の発光層が上記画素領域の全面に渡って形成され，上記複数
のサブ画素のうち上記１つのサブ画素とは別の少なくとも２つのサブ画素の発光層が，上
記１つのサブ画素の発光層の上層に，それぞれ閉曲線によって確定される領域をなして形
成されること，を特徴とする有機発光表示装置が提供される。
【００１９】
　このような本発明にかかる有機発光表示装置によれば，一つのサブ画素の発光層を画素
領域の全面に渡って形成するようにしたことにより，各サブ画素をパターニングして形成
する際に必要となるマスクの数が低減されて，制作時にサブ画素の配列にミスアラインま
たはズレが生じるのを防止することができる。ミスアラインが抑制されることにより，有
機発光表示装置の解像度が高まり，製造コストを抑制することができ，また製造も容易に
なり不良発生率を減少させることができる。
【００２０】
　ここで，本明細書において「ある領域や層の上または上層に，別の層，領域，部材など
が形成される」と表現するとき，上記別の層，領域，部材は，上記領域や層の上に直接形
成されることもできるし，あるいは間に別の層を介して形成されることもできるものとす
る。
【００２１】
　このとき，上記１つのサブ画素の発光層は青色の発光層であることができる。また，上
記１つのサブ画素の発光層の面積から上記少なくとも２つのサブ画素の発光層の面積を除
いた面積は，上記少なくとも２つのサブ画素の発光層のいずれの面積よりも大きくなるよ
うに構成されるのがよい。かかる構成とすることにより，一般的には発光効率が低いとさ
れる青色のサブ画素の発光層の面積が他の色相のサブ画素の面積よりも大きくなるので，
所望の輝度を得るために青色のサブ画素に過大な電流を流さなくても済むようになる。そ
の結果，青色のサブ画素の劣化が他の色相のサブ画素よりも先に進行することがなくなり
，有機発光表示装置全体の寿命を向上させることができる。
【００２２】
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　また，上記有機発光表示装置は，上記１つのサブ画素の発光層と上記少なくとも２つの
サブ画素の発光層との間の層に位置し，上記画素領域の全面に渡って形成される電子阻止
層（電子遮断層）をさらに含むことができる。
【００２３】
　上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，１画素が複数の色相のサブ画
素により構成される画素を少なくとも一つ含む有機発光表示装置において，上記複数のサ
ブ画素のうち少なくとも２つのサブ画素の発光層が上記画素領域内の所定の層に相互に重
ならないように形成され，上記複数のサブ画素のうち上記少なくとも２つのサブ画素とは
別の１つのサブ画素の発光層が，上記少なくとも２つのサブ画素の発光層の上層に，上記
少なくとも２つのサブ画素の発光層を含むように上記画素領域の全面に渡って形成される
こと，を特徴とする有機発光表示装置が提供される。
【００２４】
　このような本発明にかかる有機発光表示装置によれば，一つのサブ画素の発光層を画素
領域の全面に渡って形成するようにしたことにより，各サブ画素をパターニングして形成
する際に必要となるマスクの数が低減されて，制作時にサブ画素の配列にミスアラインま
たはズレが生じるのを防止することができる。ミスアラインが抑制されることにより，有
機発光表示装置の解像度が高まり，製造コストを抑制することができ，また製造も容易に
なり不良発生率を減少させることができる。
【００２５】
　このとき，上記１つのサブ画素の発光層は青色の発光層であることができる。また，上
記１つのサブ画素の発光層の面積から上記少なくとも２つのサブ画素の発光層の面積を除
いた面積は，上記少なくとも２つのサブ画素の発光層のいずれの面積よりも大きくなるよ
うに構成されるのがよい。かかる構成とすることにより，一般的には発光効率が低いとさ
れる青色のサブ画素の発光層の面積が他の色相のサブ画素の面積よりも大きくなるので，
所望の輝度を得るために青色のサブ画素に過大な電流を流さなくても済むようになる。そ
の結果，青色のサブ画素の劣化が他の色相のサブ画素よりも先に進行することがなくなり
，有機発光表示装置全体の寿命を向上させることができる。
【００２６】
　また，上記有機発光表示装置は，上記少なくとも２つのサブ画素の発光層と上記１つの
サブ画素の発光層との間の層に位置し，上記画素領域の全面に渡って形成される正孔阻止
層（正孔遮断層）をさらに含むことができる。
【００２７】
　上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，１画素が複数の色相のサブ画
素により構成される画素を少なくとも一つ含む有機発光表示装置において；上記各画素は
，上記複数のサブ画素に対応して基板上の所定の領域にそれぞれ形成される第１電極層と
；上記第１電極層の上層に上記画素領域の全面に渡って形成される第１サブ画素の発光層
と；上記第１サブ画素の発光層の上層の上記画素領域内の所定の領域に，閉曲線によって
確定される領域をなして形成される第２サブ画素の発光層と；上記第１サブ画素の発光層
の上層の上記第２サブ画素の発光層と重ならない上記画素領域内の別の領域に，閉曲線に
よって確定される領域をなして形成される第３サブ画素の発光層と；上記第１サブ画素の
発光層，上記第２サブ画素の発光層及び上記第３サブ画素の発光層の上層に形成される第
２電極層とを含んで構成されること，を特徴とする有機発光表示装置が提供される。
【００２８】
　このような本発明にかかる有機発光表示装置によれば，第１サブ画素の発光層を画素領
域の全面に渡って形成するようにしたことにより，各サブ画素をパターニングして形成す
る際に必要となるマスクの数が低減されて，制作時にサブ画素の配列にミスアラインまた
はズレが生じるのを防止することができる。ミスアラインが抑制されることにより，有機
発光表示装置の解像度が高まり，製造コストを抑制することができ，また製造も容易にな
り不良発生率を減少させることができる。
【００２９】
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　このとき，上記第１サブ画素の発光層は，青色の発光層であるのがよい。また，上記第
１サブ画素の発光層の面積から上記第２サブ画素の発光層及び上記第３サブ画素の発光層
の面積を除いた面積は，上記第２サブ画素の発光層または上記第３サブ画素の発光層のい
ずれの面積よりも大きくなるように構成されるのがよい。かかる構成とすることにより，
一般的には発光効率が低いとされる青色のサブ画素の発光層の面積が第２サブ画素及び第
３サブ画素の面積よりも大きくなるので，所望の輝度を得るために青色のサブ画素に過大
な電流を流さなくても済むようになる。その結果，青色のサブ画素の劣化が他の色相のサ
ブ画素よりも先に進行することがなくなり，有機発光表示装置全体の寿命を向上させるこ
とができる。
【００３０】
　また，上記有機発光表示装置は，上記第１サブ画素の発光層と上記第２サブ画素の発光
層との間の層に，上記画素領域の全面に渡って形成される電子阻止層（電子遮断層）をさ
らに含むことができる。このとき，上記電子阻止層は，Ｉｒ（ｐｐｚ）３から成るのがよ
い。あるいは，上記有機発光表示装置は，上記第１サブ画素の発光層と上記第３サブ画素
の発光層との間の層に，上記画素領域の全面に渡って形成される電子阻止層をさらに含む
ことができる。このとき，上記電子阻止層は，Ｉｒ（ｐｐｚ）３から成るのがよい。
【００３１】
　また，上記第１サブ画素の発光層は，上記第２サブ画素の発光層の発光効率または上記
第３サブ画素の発光層の発光効率のいずれよりも低い発光効率を有するのがよい。かかる
構成とすれば，低い発光効率を有する第１サブ画素の上層に第２サブ画素及び第３サブ画
素が形成されるようになる。
【００３２】
　また，上記第２サブ画素の面積の上記第１サブ画素の面積に対する比率は，０．２～０
．５の範囲となるようにするのがよい。そして，上記第３サブ画素の面積の上記第１サブ
画素の面積に対する比率は，０．２～０．５の範囲となるようにするのがよい。
【００３３】
　また，上記第２サブ画素の発光層及び上記第３サブ画素の発光層は，一方が赤色の発光
層であり，他方が緑色の発光層であることができる。そして，上記第１サブ画素，上記第
２サブ画素及び上記第３サブ画素の画素配列は，ストライプ配列であってもよいし，ある
いは，デルタ配列であってもよい。
【００３４】
　上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，１画素が複数の色相のサブ画
素により構成される画素を少なくとも一つ含む有機発光表示装置において；上記各画素は
，上記複数のサブ画素に対応して基板上の所定の領域にそれぞれ形成される第１電極層と
；上記第１電極層の上層の上記画素領域内の所定の領域に形成される第１サブ画素の発光
層と；上記第１電極層の上層の上記第１サブ画素の発光層と重ならない上記画像領域内の
別の領域に形成される第２サブ画素の発光層と；上記第１サブ画素の発光層及び上記第２
サブ画素の発光層の上層に，上記第１サブ画素の発光層及び上記第２サブ画素発の光層を
含むように上記画素領域の全面に渡って形成される第３サブ画素の発光層と；上記第１サ
ブ画素の発光層，上記第２サブ画素の発光層及び上記第３サブ画素の発光層の上層に形成
される第２電極層とを含んで構成されること，を特徴とする有機発光表示装置が提供され
る。
【００３５】
　このような本発明にかかる有機発光表示装置によれば，第３サブ画素の発光層を画素領
域の全面に渡って形成するようにしたことにより，各サブ画素をパターニングして形成す
る際に必要となるマスクの数が低減されて，制作時にサブ画素の配列にミスアラインまた
はズレが生じるのを防止することができる。ミスアラインが抑制されることにより，有機
発光表示装置の解像度が高まり，製造コストを抑制することができ，また製造も容易にな
り不良発生率を減少させることができる。
【００３６】
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　このとき，上記第３サブ画素の発光層は，青色の発光層であるのがよい。また，上記第
３サブ画素の発光層の面積から上記第１サブ画素の発光層及び上記第２サブ画素の発光層
の面積を除いた面積は，上記第１サブ画素の発光層または上記第２サブ画素の発光層のい
ずれの面積よりも大きくなるように構成されるのがよい。かかる構成とすることにより，
一般的には発光効率が低いとされる青色のサブ画素の発光層の面積が第１サブ画素及び第
２サブ画素の面積よりも大きくなるので，所望の輝度を得るために青色のサブ画素に過大
な電流を流さなくても済むようになる。その結果，青色のサブ画素の劣化が他の色相のサ
ブ画素よりも先に進行することがなくなり，有機発光表示装置全体の寿命を向上させるこ
とができる。
【００３７】
　また，上記有機発光表示装置は，上記第１サブ画素の発光層と上記第３サブ画素の発光
層との間の層に，上記画素領域の全面に渡って形成される正孔阻止層（正孔遮断層）をさ
らに含むことができる。このとき，上記正孔阻止層は，ＢＣＰ，ＢＡｌｑ，ＳＡｌｑ，Ｔ
ＡＺ，ＯＸＤ７，Ａｌｑ３またはＰＢＤからなる群より選択される一つの物質から成るの
がよい。あるいは，上記第２サブ画素の発光層と上記第３サブ画素の発光層との間の層に
，上記画素領域の全面に渡って形成される正孔阻止層をさらに含むことができる。このと
き，上記正孔阻止層は，ＢＣＰ，ＢＡｌｑ，ＳＡｌｑ，ＴＡＺ，ＯＸＤ７，Ａｌｑ３また
はＰＢＤからなる群より選択される一つの物質から成るのがよい。
【００３８】
　また，上記第３サブ画素の発光層は，上記第１サブ画素の発光層の発光効率または上記
第２サブ画素の発光層の発光効率のいずれよりも低い発光効率を有するのがよい。かかる
構成とすれば，第２サブ画素及び第３サブ画素の上層に低い発光効率を有する第１サブ画
素が形成されるようになる。
【００３９】
　また，上記第１サブ画素の面積の上記第３サブ画素の面積に対する比率は，０．２～０
．５の範囲となるようにするのがよい。そして，上記第２サブ画素の面積の上記第３サブ
画素の面積に対する比率は，０．２～０．５の範囲となるようにするのがよい。
【００４０】
　また，上記第１サブ画素の発光層及び上記第２サブ画素の発光層は，一方が赤色の発光
層であり，他方が緑色の発光層であることができる。そして，上記第１サブ画素，上記第
２サブ画素及び上記第３サブ画素の画素配列は，ストライプ配列であってもよいし，ある
いは，デルタ配列であってもよい。また，上記第１サブ画素の発光層及び上記第２サブ画
素の発光層には，その外周に沿ってそれぞれ画素定義膜が形成されるのがよい。
【００４１】
　上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，１画素が複数の色相のサブ画
素により構成される画素を少なくとも一つ含む有機発光表示装置の製造方法において；上
記各画素を形成する段階は，上記複数のサブ画素に対応して基板上の所定の領域にそれぞ
れ第１電極層を形成する段階と；上記第１電極層の上層に上記画素領域の全面に渡って第
１サブ画素の発光層を形成する段階と；上記第１サブ画素の発光層の上層の上記画素領域
内の所定の領域に，閉曲線によって確定される領域をなすように第２サブ画素の発光層を
形成する段階と；上記第１サブ画素の発光層の上層の上記第２サブ画素の発光層と重なら
ない上記画素領域内の別の領域に，閉曲線によって確定される領域をなすように第３サブ
画素の発光層を形成する段階と；上記第１サブ画素の発光層，上記第２サブ画素の発光層
及び上記第３サブ画素の発光層の上層に第２電極層を形成する段階と；を含むことを特徴
とする有機発光表示装置の製造方法が提供される。
【００４２】
　このような本発明にかかる有機発光表示装置の製造方法によれば，第１サブ画素の発光
層を画素領域の全面に渡って形成するようにしたことにより，第１サブ画素をパターニン
グするためのマスクが不要となり，各サブ画素をパターニングして形成する際に必要とな
るマスクの数が低減される。その結果，サブ画素の配列にミスアラインまたはズレが生じ
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るのを防止することができ，有機発光表示装置の解像度が高まり，製造コストも抑制され
，また製造が容易になって不良発生率を減少させることができる。
【００４３】
　このとき，上記第１サブ画素の発光層は，真空蒸着法，ウェットコーティング法，イン
クジェット法またはレーザ熱転写法のいずれか一つの方法によって形成されることができ
る。そして，上記第２サブ画素の発光層及び上記第３サブ画素の発光層は，真空蒸着法，
ウェットコーティング法，インクジェット法またはレーザ熱転写法のいずれか一つの方法
によって形成されることができる。
【００４４】
　また，上記各画素を形成する段階は，上記第１サブ画素の発光層と上記第２サブ画素の
発光層との間に，上記画素領域の全面に渡って電子阻止層を形成する段階を更に含むこと
ができる。このとき，上記電子阻止層は，真空蒸着法，ウェットコーティング法，インク
ジェット法またはレーザ熱転写法のいずれか一つの方法によって形成されることができる
。
【００４５】
　また，上記各画素を形成する段階は，上記第１サブ画素の発光層と上記第３サブ画素の
発光層との間に，上記画素領域の全面に渡って電子阻止層を形成する段階を更に含むこと
ができる。このとき，上記電子阻止層は，真空蒸着法，ウェットコーティング法，インク
ジェット法またはレーザ熱転写法のいずれか一つの方法によって形成されることができる
。
【００４６】
　上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，１画素が複数の色相のサブ画
素により構成される画素を少なくとも一つ含む有機発光表示装置の製造方法において；上
記各画素を形成する段階は，上記複数のサブ画素に対応して基板上の所定の領域にそれぞ
れ第１電極層を形成する段階と；上記第１電極層の上層の上記画素領域内の所定の領域に
第１サブ画素の発光層を形成する段階と；上記第１電極層の上層の上記第１サブ画素の発
光層と重ならない上記画素領域内の別の領域に第２サブ画素の発光層を形成する段階と；
上記第１サブ画素の発光層及び上記第２サブ画素の発光層の上層に，上記第１サブ画素の
発光層及び上記第２サブ画素の発光層を含むように上記画素領域の全面に渡って第３サブ
画素の発光層を形成する段階と；上記第１サブ画素の発光層，上記第２サブ画素の発光層
及び上記第３サブ画素の発光層の上層に第２電極層を形成する段階とを含むこと；を特徴
とする有機発光表示装置の製造方法が提供される。
【００４７】
　このような本発明にかかる有機発光表示装置の製造方法によれば，第３サブ画素の発光
層を画素領域の全面に渡って形成するようにしたことにより，第３サブ画素をパターニン
グするためのマスクが不要となり，各サブ画素をパターニングして形成する際に必要とな
るマスクの数が低減される。その結果，サブ画素の配列にミスアラインまたはズレが生じ
るのを防止することができ，有機発光表示装置の解像度が高まり，製造コストも抑制され
，また製造が容易になって不良発生率を減少させることができる。
【００４８】
　このとき，上記第３サブ画素の発光層は，真空蒸着法，ウェットコーティング法，イン
クジェット法またはレーザ熱転写法のいずれか一つの方法によって形成されることができ
る。そして，上記第１サブ画素の発光層及び上記第２サブ画素の発光層は，真空蒸着法，
ウェットコーティング法，インクジェット法またはレーザ熱転写法のいずれか一つの方法
によって形成されることができる。
【００４９】
　また，上記各画素を形成する段階は，上記第３サブ画素の発光層と上記第１サブ画素の
発光層との間に，上記画素の領域の全面に渡って正孔阻止層を形成する段階を更に含むこ
とができる。このとき，上記正孔阻止層は，真空蒸着法，ウェットコーティング法，イン
クジェット法またはレーザ熱転写法のいずれか一つの方法によって形成されることができ



(13) JP 4732861 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

る。
【００５０】
　また，上記各画素を形成する段階は，上記第３サブ画素の発光層と上記第２サブ画素の
発光層との間に，上記画素の領域の全面に渡って正孔阻止層を形成する段階を更に含むこ
とができる。このとき，上記正孔阻止層は，真空蒸着法，ウェットコーティング法，イン
クジェット法またはレーザ熱転写法のいずれか一つの方法によって形成されることができ
る。
【発明の効果】
【００５１】
　本発明によれば，発光効率の低いいずれか一つのサブ画素の発光層を画素領域の全面に
渡って形成するようにしたことにより，各サブ画素をパターニングして形成する際に必要
となるマスクの数が低減されて，制作時にサブ画素の配列にミスアラインが生じるのを防
止することのできる有機発光表示装置及びその製造方法を提供できるものである。このと
き，上記発光効率の低いいずれか一つのサブ画素の面積が他のサブ画素の面積よりも広く
なるように各画素を構成すれば，有機発光表示装置の寿命特性を向上させることができる
。また，上記のようにマスク数が低減されてサブ画素の配列にミスアラインが発生しなく
なれば，結果的に有機発光表示装置の解像度が高まる。更に，マスク数が低減されたこと
により，製造コストを抑制することができ，製造も容易になり，また，ミスアラインが抑
制されるので不良発生率を減少させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５２】
　以下に添付図面を参照しながら，本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお，本明細書及び図面において，実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
，同一の符号を付することにより重複説明を省略する。また，本発明の実施の形態におい
て，「ある領域の上または上層に，別の層，領域，部材などが形成される」と表現すると
き，上記別の層，領域，部材は，上記領域の上に直接形成されることもできるし，または
間に別の層を介して形成されることもできるものとする。
【００５３】
　先ず，本発明の第１の実施の形態にかかる有機発光表示装置の全体の構成について簡単
に説明する。図３は，本発明の第１の実施の形態にかかる有機発光表示装置の全体的な概
念を示す図である。
【００５４】
　図３を参照すると，第１の実施の形態にかかる有機発光表示装置は，電源供給部３０と
，走査駆動部３１と，データ駆動部３２と，画像表示部３３とを含んで構成される。
【００５５】
　電源供給部３０は，制御部（図示せず）から供給される駆動信号に応じて，有機発光表
示装置基板３５を駆動させるのに必要な電圧と，データ駆動部３２及び走査駆動部３１を
駆動させるのに必要な電源を発生して有機発光表示装置基板３５に供給する。ここで，有
機発光表示装置基板３５を駆動させるのに必要な電圧とは，例えば，ラインＬ１を通じて
供給される駆動電源ＥＬＶｄｄや，ラインＬ２を通じて供給される基底電源ＥＬＶｓｓな
どである。
【００５６】
　走査駆動部３１は，各画素領域３４内の有機発光ダイオード（図示せず）を駆動するた
めの選択信号を制御し，制御された選択信号を走査線Ｓ１～Ｓｎに供給する。選択信号は
，走査線Ｓ１～Ｓｎを介して各画素領域３４内のスイッチング素子（図示せず）に伝達さ
れ，上記スイッチング素子がターンオンまたはターンオフされるようにする。
【００５７】
　データ駆動部３２は，各画素領域３４の画像信号を示すデータ電圧または電流を制御し
，制御されたデータ電圧または電流を各データ線Ｄ１～Ｄｍに供給する。
【００５８】
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　画像表示部３３は，走査駆動部３１から一方向，例えば横方向に延びる複数の走査線Ｓ
１～Ｓｎと，データ駆動部３２から他方向，例えば縦方向に延びる複数のデータ線Ｄ１～
Ｄｍと，複数の画素領域３４とを含んで構成される。一つの画素領域３４には，例えば，
赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）などの複数の色相のサブ画素領域（図示せず）が含まれる
ことができる。各画素領域３４は，複数の走査線Ｓ１～Ｓｎと複数のデータ線Ｄ１～Ｄｍ
とにより確定される領域として形成されることができる。画素領域３４は，走査信号及び
データ信号などによって画素領域３４内の有機発光ダイオードを発光させて画像を表示す
ることができる。
【００５９】
　次に，本発明の第１の実施の形態にかかる有機発光表示装置の画素領域のサブ画素の配
置について説明する。図４は本発明の第１の実施の形態にかかる有機発光表示装置におけ
る一つの画素領域の概略構成を示す図であり，サブ画素の配置が示されている。
【００６０】
　図４を参照すると，一つの画素領域４０は，赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）のサブ画素
領域から構成され，それぞれのサブ画素領域は，相互に異なる面積で形成される。ここで
，相対的に低い発光効率を有する青（Ｂ）のサブ画素領域は，全体画素領域４０の全面に
共通的に形成される。そして，赤（Ｒ）のサブ画素領域及び緑（Ｇ）のサブ画素領域は，
相互に重なり合わないように青（Ｂ）のサブ画素領域内にそれぞれ閉曲線によって形成さ
れる領域をなすように形成される。すなわち，赤（Ｒ）のサブ画素領域及び緑（Ｇ）のサ
ブ画素領域は，それぞれその周囲を青（Ｂ）のサブ画素領域に囲まれるように形成される
ことができる。より具体的には，第１の実施の形態においては，赤（Ｒ）及び緑（Ｇ）の
それぞれのサブ画素領域は，青（Ｂ）のサブ画素領域を介してストライプ形状に形成され
る。画素領域４０の最外郭には常に青（Ｂ）のサブ画素領域が位置する。また，青（Ｂ）
のサブ画素領域と赤（Ｒ）のサブ画素領域の間，及び青（Ｂ）のサブ画素領域と緑（Ｇ）
のサブ画素領域の間には，それぞれ画素定義膜４１が形成されて各サブ画素領域を区画し
ている。
【００６１】
　赤（Ｒ）サブ画素及び緑（Ｇ）サブ画素が形成された面積を除いた青（Ｂ）サブ画素の
面積は，赤（Ｒ）サブ画素の面積よりも大きく形成され，且つ，緑（Ｇ）サブ画素の面積
よりも大きく形成されるようにするのがよい。具体的には，赤（Ｒ）サブ画素の青（Ｂ）
サブ画素に対する面積の比率が０．２～０．５の範囲となるようにし，緑（Ｇ）サブ画素
の青（Ｂ）サブ画素に対する面積の比率が０．２～０．５の範囲となるようにするのがよ
い。
【００６２】
　上記のようにして，青（Ｂ）のサブ画素領域が画素領域の全面に共通的に形成されるよ
うにすれば，発光効率の低い青（Ｂ）のサブ画素の発光効率を赤（Ｒ）及び緑（Ｇ）のサ
ブ画素の発光効率と類似の水準に向上させることができる。その結果，本発明の実施の形
態にかかる有機発光表示装置の寿命を改善させることができる。
【００６３】
　図５は図４のＣ－Ｃ’線に沿った略断面図であり，図４の画素領域の第１の実施の形態
による断面構成を概略的に示す図である。
【００６４】
　図５を参照すると，基板５０上には，薄膜トランジスタＴＡ及び発光ダイオードが形成
される。図５には詳しく図示されていないが，薄膜トランジスタＴＡの構造を簡単に説明
する。先ず，基板５０上にバッファ層が形成される。そして，上記バッファ層上の領域の
一部分にはアクティブチャネル層とオームコンタクト層との間にＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ
　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ）層を含む半導体層が形成される。そして，上記半導体層上に
はゲート絶縁膜とゲート電極がパターニングされて順次形成される。次いで，上記ゲート
電極上には，層間絶縁層が，上記半導体層のオームコンタクト層が露出されるようにしな
がら形成される。そして，上記層間絶縁層上の領域の一部分には，上記露出されたオーム
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コンタクト層と接触するようにソース及びドレイン電極が形成される。
【００６５】
　次に，上記層間絶縁層上には平坦化膜が形成される。そして，上記平坦化膜には，上記
平坦化膜の一領域をエッチングして上記ドレイン電極が露出されるようにビアホールが形
成される。上記露出されたドレイン電極は，上記ビアホールを介して第１電極層５１と電
気的に連結される。第１電極層５１は上記平坦化膜上の領域の一部分に形成される。また
，上記平坦化膜上及び第１電極層５１上には画素定義膜５２が形成されるが，かかる画素
定義膜５２は開口部を有して第１電極層５１を少なくとも部分的に露出させるように形成
される。
【００６６】
　画素定義膜５２及び画素定義膜５２の上記開口部上には，これらの全面を覆うように正
孔輸送層５３が形成される。正孔輸送層５３は，第１電極層５１からの正孔注入を容易に
するために，イオン化ポテンシャルが小さく，第１電極層５１との界面接着力に優れ，可
視光線領域における吸収が極力少ない特性を有するのがよい。正孔輸送層５３としては，
一般的に使用される低分子系の物質または高分子系の物質を使用することができる。具体
的には，正孔輸送層５３の正孔輸送材料としては，アリールアミン系低分子，ヒドラゾン
系低分子，スチルベン系低分子またはスターバースト系低分子などの低分子系の物質，ま
たは，カルバゾール系高分子，アリールアミン系高分子，ペリレン系高分子またはピロー
ル系高分子などの高分子系の物質からなる群より選択されるいずれかの物質を使用するこ
とができる。上記低分子系の物質の例としては，ＮＰＢ，ＴＰＤ，ｓｐｉｒｏ－ＴＡＤな
どがあり，上記高分子系の物質の例としては，ＰＶＫなどがある。上記のような正孔輸送
材料は，正孔を容易に輸送することができ，また，電子を発光領域に束縛させることによ
り励起子が形成される確率を高めることができる。
【００６７】
　正孔輸送層５３上には，相対的に発光効率の低い青（Ｂ）のサブ画素（第１サブ画素）
の発光層が画素領域４０の全面に渡って共通的に形成される。そして，青（Ｂ）の発光層
上の領域の一部分には，赤（Ｒ）のサブ画素（第２サブ画素）の発光層が閉曲線によって
形成される領域をなすように形成される。更に，青（Ｂ）の発光層上の領域の上記赤（Ｒ
）の発光層と重ならない他の領域には，緑（Ｇ）のサブ画素（第３サブ画素）の発光層が
閉曲線によって形成される領域をなすように形成される。
【００６８】
　このとき，青（Ｂ）の発光層上には，赤（Ｒ）の発光層及び緑（Ｇ）の発光層との間に
電子阻止層（電子遮断層）５４を形成することができる。電子阻止層５４は，Ｉｒ（ｐｐ
ｚ）３から成ることができる。
【００６９】
　上記赤（Ｒ）の発光層及び緑（Ｇ）の発光層上には，画素領域４０の全面に渡って電子
輸送層５５が形成される。電子輸送層５５は，第２電極層５６から発光層へ電子を円滑に
輸送し，発光層で結合していない正孔の移動を抑制して発光層内における再結合機会を増
加させる役割を果たす。かかる電子輸送層５５の材料としては，電子親和性及び第２電極
層５６との界面接着性に優れた材料を主に用いることができる。
【００７０】
　電子輸送層５５の材料としては，一般的に，電子親和性に優れるＡｌｑ３の他に，電子
輸送及び正孔遮断の役割を同時に果たすことが可能なＰＢＤ，ｓｐｉｒｏ－ＰＢＤ，オリ
ゴチオフェン，ペルフルオロ化オリゴ－ｐ－フェニレン（ｐｅｒｆｌｕｏｒｉｎａｔｅｄ
　ｏｌｉｇｏ－ｐ－ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ），または２，５－ジアリールシロレ（２，５－
ｄｉａｒｙｌｓｉｌｏｌｅ）誘導体からなる群より選択されるいずれか一つの材料を使用
することができる。
【００７１】
　電子輸送層５５上には第２電極層５６が形成される。第２電極層５６は，表示装置がト
ップエミッション型（前面発光型）の場合には透明なＩＴＯまたはＩＺＯで形成され，表
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示装置がボトムエミッション型（背面発光型）の場合には反射膜としての金属膜で形成さ
れることができる。
【００７２】
　ここで，図５には図示されていないが，第１電極層５１と正孔輸送層５３との間の層に
，画素領域の全面に渡って正孔注入層（図示せず）をさらに形成することができる。また
，第２電極層５６と電子輸送層５５との間の層に，画素領域の全面に渡って電子注入層（
図示せず）をさらに形成することができる。
【００７３】
　次に，図４及び図５に示した本発明の第１の実施の形態にかかる有機発光表示装置の製
造方法について説明する。
【００７４】
　先ず，基板５０上に薄膜トランジスタＴＡを形成する。その後，薄膜トランジスタＴＡ
上に第１電極層５１を形成する。第１電極層５１は，表示装置がボトムエミッション型（
背面発光型）の場合には透明なＩＴＯまたはＩＺＯで形成され，表示装置がトップエミッ
ション型（前面発光型）の場合には反射膜の金属膜で形成されることができる。
【００７５】
　次に，第１電極層５１上に画像表示部３３の全面に渡って発光効率の最も低い青（Ｂ）
の発光層を形成する。上記青（Ｂ）の発光層は，真空蒸着法，ウェットコーティング法，
インクジェット方，またはレーザ熱転写法からなる群より選択されるいずれか１つの方法
によって形成されることができる。
【００７６】
　真空蒸着法は，薄膜製造方法の中でも最も広く普及している方法であって，真空中で金
属，化合物または合金を加熱して溶融状態から蒸発させ，蒸発した粒子を基板の表面に蒸
着させる，といった単純な原理によってその工程を実行することができる方法である。上
記のように，蒸発が熱交換により行われるという点でスパッタリング法とは異なり，こう
して作られた薄膜を真空蒸着薄膜という。真空蒸着法の利点は，装備が比較的簡単であり
，非常に多くの物質に容易に適用することができることである。
【００７７】
　ウェットコーティング法は，液状の内部物質（基材），コーティング剤及びコーティン
グ溶媒を用いてコーティングを行う方法であって，コーティングの後には溶媒を除去する
工程を必然的に伴う。代表的なウェットコーティング法には，スプレーコーティング，ス
ピンコーティング，浸漬コーティングなどの方法がある。一方，溶媒除去段階においては
，蒸着物質が変質したりまたは溶媒が蒸着物質に残留する恐れがあるため，注意しなけれ
ばならない。
【００７８】
　インクジェット法は，ヘッドが基板と一定の間隔をおいて配列された状態で，溶液をヘ
ッドから基板に高速噴射して薄膜を形成する方法である。インクジェット法によって発光
層の薄膜を形成する場合，上記溶液には，例えば高分子有機ＥＬ物質などの，ＥＬ（ｅｌ
ｅｃｔｒｏ－ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）物質が含有される。このようなインクジェット
法によれば，相異なる領域に選択的に発光層を積層することが可能であり，発光層を形成
する物質の浪費を最小化することができるという利点がある。
【００７９】
　レーザ熱転写法による発光層の形成は，レーザビームを照射してドナーフィルムの光熱
変換層からの発熱によって発光層を転写させる方法である。レーザ熱転写法は，大面積素
子の製作時に有利であり，マスクを必要としないので高精細なパターニングが可能であり
，また，薄膜の均一度を向上させることができるという利点がある。
【００８０】
　上記のようにして青（Ｂ）の発光層を形成した後に，青（Ｂ）の発光層上に画像表示部
３３の全面に渡って電子阻止層５４を形成する。電子阻止層５４は，青（Ｂ）の発光層と
同様に，真空蒸着法，ウェットコーティング法，インクジェット法またはレーザ熱転写法
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からなる群より選択されるいずれか１つの方法によって形成することができる。
【００８１】
　本発明では，各発光層に使用される物質に制限を設けていないものの，発光層に使用さ
れる発光物質によっては，電子阻止層（電子遮断層）５４を設けることが必須となる場合
がある。例えば，蛍光発光物質を発光層として使用する蛍光発光ダイオードの場合には，
発光層を形成した後，その上に電子阻止層５４を設けずに，電子輸送層５５を直接形成す
ることができる。一方，リン光発光物質を発光層として用いるリン光発光ダイオードの場
合には，発光層のＨＯＭＯ（Ｈｉｇｈｅｓｔ　Ｏｃｃｕｐｉｅｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　
Ｏｒｂｉｔａｌ）値より大きいＨＯＭＯ値を有する電子阻止層５４が必ず必要とされる。
上記のように電子阻止層５４を設ける場合，電子阻止層５４は，青（Ｂ）の発光層を共通
層として形成した後，赤（Ｒ）の発光層及び緑（Ｇ）の発光層がそれぞれ形成される前に
，青（Ｂ）の発光層の上に形成される。すなわち，電子阻止層５４は，と赤（Ｒ）の発光
層との間，及び青（Ｂ）の発光層緑（Ｇ）の発光層との間に位置するように設けられるの
がよい。
【００８２】
　その後，電子阻止層５４上には，青（Ｂ）の発光層が形成された領域内の所定の領域に
，閉曲線によって形成される領域をなすように赤（Ｒ）の発光層を形成する。また，青（
Ｂ）の発光層が形成された領域内の上記赤（Ｒ）の発光層と重ならない別の領域に，閉曲
線によって形成される領域をなすように緑（Ｇ）の発光層を形成する。上記赤（Ｒ）の発
光層及び緑（Ｇ）の発光層は，真空蒸着法，ウェットコーティング法，インクジェット法
またはレーザ熱転写法からなる群より選択されるいずれか１つの方法により形成すること
ができる。
【００８３】
　そして，上記赤（Ｒ）の発光層及び緑（Ｇ）の発光層の上に，画素領域４０の全面に渡
って電子輸送層６５を形成する。最後に，電子輸送層６５の上に，第２電極層６６を形成
する。
【００８４】
　次に，本発明の第１の実施の形態の変更例について説明する。図６は図４のＣ－Ｃ’線
に沿った略断面図であり，図４の画素領域の第１の実施の形態の変更例による断面構成を
概略的に示す図である。
【００８５】
　図６を参照すると，基板６０上に薄膜トランジスタＴＡ及び発光ダイオードが形成され
る。その後，第１電極層６１が，基板６０上の薄膜トランジスタＴＡのドレイン電極と電
気的に連結されるように形成される。第１電極層６１上には，第１電極層６１を少なくと
も部分的に露出させるように開口部を有する画素定義膜６２が形成される。
【００８６】
　画素定義膜６２及び画素定義膜６２の上記開口部上には，これらの全面を覆うように正
孔輸送層６３が形成される。正孔輸送層６３は，第１電極層６１からの正孔注入を容易に
するために，イオン化ポテンシャルが小さく，第１電極層６１との界面接着力に優れ，可
視光線領域における吸収が極力少ない特性を有するのがよい。正孔輸送層６３としては，
一般的に使用される低分子系の物質または高分子系の物質を使用することができる。具体
的には，正孔輸送層６３の正孔輸送材料としては，アリールアミン系低分子，ヒドラゾン
系低分子，スチルベン系低分子またはスターバースト系低分子などの低分子系の物質，ま
たは，カルバゾール系高分子，アリールアミン系高分子，ペリレン系高分子またはピロー
ル系高分子などの高分子系の物質からなる群より選択されるいずれかの物質を使用するこ
とができる。上記低分子系の物質の例としては，ＮＰＢ，ＴＰＤ，ｓｐｉｒｏ－ＴＡＤな
どがあり，上記高分子系の物質の例としては，ＰＶＫなどがある。上記のような正孔輸送
材料は，正孔を容易に輸送することができ，また，電子を発光領域に束縛させることによ
り，励起子が形成される確率を高めることができる。
【００８７】
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　正孔輸送層６３上には，赤（Ｒ）のサブ画素（第１サブ画素）の発光層及び緑（Ｇ）の
サブ画素（第２サブ画素）の発光層が重なり合わないように形成される。赤（Ｒ）の発光
層及び緑（Ｇ）の発光層上には，上記赤（Ｒ）の発光層及び緑（Ｇ）の発光層を含むよう
に，相対的に発光効率の低い青（Ｂ）のサブ画素（第３サブ画素）の発光層が画像表示部
３３の全面に渡って形成されることができる。このとき，上記赤（Ｒ）の発光層と青（Ｂ
）の発光層の間及び緑（Ｇ）の発光層と青（Ｂ）の発光層の間には，画素領域４０の全面
に渡って正孔阻止層（正孔遮断層）６４を形成することができる。正孔阻止層６４は，Ｂ
ＣＰ，ＢＡｌｑ，ＳＡｌｑ，ＴＡＺ，ＯＸＤ７，Ａｌｑ３またはＰＢＤからなる群より選
択されるいずれかの物質により形成されることができる。正孔阻止層６４の上には，上述
したように画素領域４０の全面に渡って青（Ｂ）の発光層が形成される。
【００８８】
　そして，青（Ｂ）の発光層の上には電子輸送層６５が形成される。電子輸送層６５は，
第２電極層６６から発光層へ電子を円滑に輸送し，発光層で結合していない正孔の移動を
抑制して発光層内における電子と正孔の再結合機会を増加させる役割を果たす。電子輸送
層６５の材料としては，電子親和性及び第２電極層６６との界面接着性に優れた材料を主
に用いることができる。
【００８９】
　電子輸送層６５の材料としては，一般的に，電子親和度に優れたＡｌｑ３の他に，電子
輸送及び正孔遮断の役割を同時に果たすことが可能なＰＢＤ，ｓｐｉｒｏ－ＰＢＤ，オリ
ゴチオフェン，ペルフルオロ化オリゴ－ｐ－フェニレン（ｐｅｒｆｌｕｏｒｉｎａｔｅｄ
　ｏｌｉｇｏ－ｐ－ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ），または２，５－ジアリールシロレ（２，５－
ｄｉａｒｙｌｓｉｌｏｌｅ）誘導体からなる群より選択されるいずれか一つの材料を使用
することができる。
【００９０】
　電子輸送層６５上には第２電極層６６が形成される。第２電極層６６は，表示装置がト
ップエミッション型（前面発光型）の場合には透明なＩＴＯまたはＩＺＯで形成され，表
示装置がボトムエミッション型（背面発光型）の場合には反射膜としての金属膜で形成さ
れることができる。
【００９１】
　ここで，図６には図示されていないが，第１電極層６１と正孔輸送層６３との間の層に
，画素領域の全面に渡って正孔注入層（図示せず）をさらに形成することができる。また
，第２電極層６６と電子輸送層６５との間の層に，画素領域の全面に渡って電子注入層（
図示せず）をさらに形成することができる。
【００９２】
　次に，図６に示した本発明の第１の実施の形態の変更例にかかる有機発光表示装置の製
造方法について説明する。
【００９３】
　先ず，基板６０上に薄膜トランジスタＴＡを形成する。その後，薄膜トランジスタＴＡ
上に第１電極層６１を形成する。第１電極層６１は，表示装置がボトムエミッション型（
背面発光型）の場合には透明なＩＴＯまたはＩＺＯで形成され，表示装置がトップエミッ
ション型（前面発光型）の場合には反射膜の金属膜で形成されることができる。
【００９４】
　次に，第１電極層６１上に赤（Ｒ）の発光層及び緑（Ｇ）の発光層を，相互に重なり合
わないように形成する。赤（Ｒ）の発光層及び緑（Ｇ）の発光層は，真空蒸着法，ウェッ
トコーティング法，インクジェット法またはレーザ熱転写法からなる群より選択されるい
ずれか一つの方法を用いて形成されることができる。各方法の詳細については前述したの
で，ここではそれぞれの方法についての説明は省略する。
【００９５】
　次いで，赤（Ｒ）の発光層及び緑（Ｇ）の発光層上に画素領域４０の全面に渡って，正
孔阻止層６４を形成する。その後，正孔阻止層６４上に青（Ｂ）の発光層を画素領域４０
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の全面に渡って形成する。正孔阻止層６４及び青（Ｂ）の発光層は，真空蒸着法，ウェッ
トコーティング法，インクジェット法，またはレーザ熱転写法のいずれか一つの方法によ
り形成することができる。次に，青（Ｂ）の発光層の上に電子輸送層６５を形成する。そ
して最後に，電子輸送層６５上に第２電極層６６を形成する。
【００９６】
　本発明では，各発光層に使用される物質に制限を設けていないものの，発光層に使用さ
れる発光物質によっては，正孔阻止層（正孔遮断層）６４を設けることが必須となる場合
がある。例えば，蛍光発光物質を発光層として使用する蛍光発光ダイオードの場合には，
発光層を形成した後，その上に正孔阻止層６４を設けずに，電子輸送層６５を直接形成す
ることができる。一方，リン光発光物質を発光層として用いるリン光発光ダイオードの場
合には，発光層のＨＯＭＯ値より大きいＨＯＭＯ値を有する正孔阻止層６４が必ず必要と
される。上記のように正孔阻止層６４を設ける場合，正孔阻止層６４は，赤（Ｒ）の発光
層及び緑（Ｇ）の発光層をそれぞれ形成した後，青（Ｂ）の発光層が共通層として形成さ
れる前に，赤（Ｒ）の発光層及び緑（Ｇ）の発光層の上に形成される。すなわち，正孔阻
止層６４は，赤（Ｒ）及び緑（Ｇ）の発光層と青（Ｂ）の発光層との間に位置するように
設けられるのがよい。
【００９７】
　本発明の第１の実施の形態の変更例において，赤（Ｒ）の発光層及び緑（Ｇ）の発光層
は，それぞれのサブ画素領域の外周に沿って形成された画素定義膜６２によって区分され
る。
【００９８】
　次に，本発明の第１の実施の形態における，図４のＤ－Ｄ’線に沿った断面構成につい
て説明する。図７は図４のＤ－Ｄ’線に沿った略断面図である。説明の便宜上，前述した
Ｃ－Ｃ’線に沿った第１の実施の形態と同一の構成要素についての具体的な説明は省略す
る。特に，基板に対する構造及びそれぞれの層の役割と材料についての具体的な説明は省
略する。
【００９９】
　図７に示すように，基板５０上には薄膜トランジスタＴＡが形成される。薄膜トランジ
スタＴＡ上には第１電極層５１が形成される。第１電極層５１上には画素領域４０の全面
に渡って正孔輸送層５３が形成される。そして，正孔輸送層５３上には発光効率の最も低
い青（Ｂ）の発光層が画素領域４０の全面に渡って形成される。
【０１００】
　ここで，図７の断面図において，赤（Ｒ）の発光層または緑（Ｇ）の発光層は現れない
が，画素領域４０内において，赤（Ｒ）の発光層または緑（Ｇ）の発光層の形成された面
積を除いた青（Ｂ）の発光層の面積は，赤（Ｒ）の発光層の面積よりも大きく，且つ，緑
（Ｇ）の発光層の面積よりも大きくするのがよい。このとき特に，赤（Ｒ）の発光層の青
（Ｂ）の発光層に対する面積の比率が０．２～０．５の範囲となるようにし，緑（Ｇ）の
発光層の青（Ｂ）の発光層に対する面積の比率が０．２～０．５の範囲となるようにする
のがよい。
【０１０１】
　そして，青（Ｂ）の発光層の上には，電子阻止層（電子遮断層）５４を形成することが
できる。電子阻止層５４の上には電子輸送層５５が形成され，電子輸送層５５上には第２
電極層５６が形成される。
【０１０２】
　次に，本発明の第１の実施の形態の変更例における，図４のＤ－Ｄ’線に沿った断面構
成について説明する。図８は図４のＤ－Ｄ’線に沿った略断面図である。説明の便宜上，
前述したＣ－Ｃ’線に沿った第１の実施の形態の変更例と同一の構成要素についての具体
的な説明は省略する。特に，基板に対する構造及びそれぞれの層の役割と材料についての
具体的な説明は省略する。
【０１０３】



(20) JP 4732861 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

　図８に示すように，基板６０上には薄膜トランジスタＴＡが形成される。薄膜トランジ
スタＴＡ上には第１電極層６１が形成される。第１電極層６１上には正孔輸送層６３が形
成される。そして，正孔輸送層６３上には正孔阻止層（正孔遮断層）６４を形成すること
ができる。そして，正孔阻止層６４上には発光効率の最も低い青（Ｂ）の発光層が全面に
形成される。
【０１０４】
　ここで，図８の断面図において，赤（Ｒ）の発光層または緑（Ｇ）の発光層は現れない
が，画素領域４０内において，赤（Ｒ）の発光層または緑（Ｇ）の発光層の形成された面
積を除いた青（Ｂ）の発光層の面積は，赤（Ｒ）の発光層の面積よりも大きく，且つ，緑
（Ｇ）の発光層の面積よりも大きくするのがよい。このとき特に，赤（Ｒ）の発光層の青
（Ｂ）の発光層に対する面積の比率が０．２～０．５の範囲となるようにし，緑（Ｇ）の
発光層の青（Ｂ）の発光層に対する面積の比率が０．２～０．５の範囲となるようにする
のがよい。
【０１０５】
　そして，青（Ｂ）の発光層上には電子輸送層６５が形成され，電子輸送６５上には第２
電極層６６が形成される。
【０１０６】
　次に，本発明の第１の実施の形態における，図４のＥ－Ｅ’線に沿った断面構成につい
て説明する。図９は図４のＥ－Ｅ’線に沿った略断面図である。説明の便宜上，前述した
Ｃ－Ｃ’線に沿った第１の実施の形態と同一の構成要素についての具体的な説明は省略す
る。特に，基板に対する構造及びそれぞれの層の役割と材料についての具体的な説明は省
略する。
【０１０７】
　図９に示すように，基板５０上には薄膜トランジスタＴＡが形成される。薄膜トランジ
スタＴＡ上には第１電極層５１が形成される。薄膜トランジスタＴＡ及び第１電極層５１
上には画素定義膜５２が形成されるが，かかる画素定義膜５２は開口部を有して第１電極
層５１を少なくとも部分的に露出させるように形成される。画素定義膜５２及び画素定義
膜５２の上記開口部上には，画素領域４０の全面に渡って正孔輸送層５３が形成される。
そして，正孔輸送層５３上には発光効率の最も低い青（Ｂ）の発光層が画素領域４０の全
面に渡って形成される。
【０１０８】
　そして，青（Ｂ）の発光層の上には，電子阻止層（電子遮断層）５４を形成することが
できる。電子阻止層５４上の領域の一部分には赤（Ｒ）の発光層が形成される。そして，
赤（Ｒ）の発光層及び電子阻止層５４上の画素領域４０の全面に渡って電子輸送層５５が
形成される。最後に，電子輸送層５５上に第２電極層５６が形成される。
【０１０９】
　次に，本発明の第１の実施の形態の変更例における，図４のＥ－Ｅ’線に沿った断面構
成について説明する。図１０は図４のＥ－Ｅ’線に沿った略断面図である。説明の便宜上
，前述したＣ－Ｃ’線に沿った第１の実施の形態の変更例と同一の構成要素についての具
体的な説明は省略する。特に，基板に対する構造及びそれぞれの層の役割と材料について
の具体的な説明は省略する。
【０１１０】
　図１０に示すように，基板６０上には薄膜トランジスタＴＡが形成される。薄膜トラン
ジスタＴＡ上には第１電極層６１が形成される。薄膜トランジスタＴＡ及び第１電極層６
１上には画素定義膜６２が形成されるが，かかる画素定義膜６２は開口部を有して第１電
極層６１を少なくとも部分的に露出させるように形成される。画素定義膜６２及び画素定
義膜６２の上記開口部上には，画素領域４０の全面に渡って正孔輸送層６３が形成される
。そして，正孔輸送層６３上の領域の一部分には赤（Ｒ）の発光層が形成される。赤（Ｒ
）の発光層及び正孔輸送層６３上には，画素領域４０の全面に渡って正孔阻止層（正孔遮
断層）６４を形成することができる。正孔阻止層６４上には発光効率の最も低い青（Ｂ）
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の発光層が画素領域４０の全面に渡って形成される。
【０１１１】
　そして，青（Ｂ）の発光層の上には画素領域４０の全面に渡って電子輸送層６５が形成
される。電子輸送層６５上には第２電極層６６が形成される。
【０１１２】
　次に，本発明の第２の実施の形態について説明する。図１１は，本発明の第２の実施の
形態にかかる有機発光表示装置における一つの画素領域の概略構成を示す図であり，画素
領域におけるサブ画素の配置が示されている。第２の実施の形態において，有機発光表示
装置の全体的な構成は，図３に示した第１の実施の形態にかかる有機発光表示装置の全体
的な構成と同様である。
【０１１３】
　図１１を参照すると，一つの画素領域１１０は，赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）のサブ
画素領域から構成され，それぞれのサブ画素領域は，相互に異なる面積で形成される。特
に，相対的に低い発光効率を有する青（Ｂ）のサブ画素領域は，画素領域１１０の全面に
共通的に形成される。そして，赤（Ｒ）のサブ画素領域及び緑（Ｇ）のサブ画素領域は，
相互に重なり合わないように，青（Ｂ）のサブ画素領域内にそれぞれ閉曲線によって形成
される領域をなして形成される。すなわち，赤（Ｒ）及び緑（Ｇ）のサブ画素領域は，そ
れぞれその周囲を青（Ｂ）のサブ画素領域により囲まれるように形成されることができる
。より具体的には，第２の実施の形態においては，赤（Ｒ）サブ画素領域は，画素領域１
１０の左側上部に形成され，緑（Ｇ）サブ画素領域は，画素領域１１０の右側下部に形成
される。すなわち，赤（Ｒ），緑（Ｇ）及び青（Ｂ）のそれぞれのサブ画素は，三角形の
デルタ状に配列される。それぞれのサブ画素領域の形状は四角形である。また，画素領域
１１０の最外郭には常に青（Ｂ）サブ画素領域が位置する。
【０１１４】
　画素領域１１０上に形成される青（Ｂ）サブ画素は，赤（Ｒ）サブ画素及び緑（Ｇ）サ
ブ画素の上部または下部のいずれに形成してもよい。青（Ｂ）サブ画素が上部に形成され
る場合，赤（Ｒ）サブ画素の領域及び緑（Ｇ）サブ画素の領域は，画素定義膜１１１によ
って区分されることができる。
【０１１５】
　次に，本発明の第３の実施の形態について説明する。図１２は，本発明の第３の実施の
形態にかかる有機発光表示装置における一つの画素領域の概略構成を示す図であり，画素
領域におけるサブ画素の配置が示されている。第３の実施の形態において，有機発光表示
装置の全体的な構成は，図３に示した第１の実施の形態にかかる有機発光表示装置の全体
的な構成と同様である。
【０１１６】
　図１２を参照すると，一つの画素領域１２０は，赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）のサブ
画素領域から構成され，それぞれのサブ画素領域は，相互に異なる面積で形成される。特
に，相対的に低い発光効率を有する青（Ｂ）のサブ画素領域は，画素領域１２０の全面に
共通的に形成される。そして，赤（Ｒ）のサブ画素領域及び緑（Ｇ）のサブ画素領域は，
相互に重なり合わないように，青（Ｂ）のサブ画素領域内にそれぞれ閉曲線によって形成
される領域をなして形成される。すなわち，赤（Ｒ）及び緑（Ｇ）のサブ画素領域は，そ
れぞれその周囲を青（Ｂ）のサブ画素領域により囲まれるように形成されることができる
。より具体的には，第３の実施の形態においては，赤（Ｒ）サブ画素領域は，画素領域１
２０の左側上部に形成され，緑（Ｇ）サブ画素領域は，画素領域１２０の右側上部に形成
される。赤（Ｒ），緑（Ｇ）及び青（Ｂ）のそれぞれのサブ画素は，三角形のデルタ状に
配列される。これは，図１１に示した第２の実施の形態と類似の構造であるが，それぞれ
のサブ画素の位置が異なるように形成される。それぞれのサブ画素領域の形状は四角形で
ある。また，画素領域１２０の最外郭には常に青（Ｂ）サブ画素領域が位置する。
【０１１７】
　画素領域１２０上に形成される青（Ｂ）サブ画素は，赤（Ｒ）サブ画素及び緑（Ｇ）サ
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ブ画素の上部または下部のいずれに形成してもよい。青（Ｂ）サブ画素が上部に形成され
る場合，赤（Ｒ）サブ画素の領域及び緑（Ｇ）サブ画素の領域は，画素定義膜１２１によ
って区分されることができる。
【０１１８】
　次に，本発明の第４の実施の形態について説明する。図１３は，本発明の第４の実施の
形態にかかる有機発光表示装置における一つの画素領域の概略構成を示す図であり，画素
領域におけるサブ画素の配置が示されている。第４の実施の形態において，有機発光表示
装置の全体的な構成は，図３に示した第１の実施の形態にかかる有機発光表示装置の全体
的な構成と同様である。
【０１１９】
　図１３を参照すると，一つの画素領域１３０は，赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）のサブ
画素領域から構成され，それぞれのサブ画素領域は，相互に異なる面積で形成される。特
に，相対的に低い発光効率を有する青（Ｂ）のサブ画素領域は，画素領域１３０の全面に
共通的に形成される。そして，赤（Ｒ）のサブ画素領域及び緑（Ｇ）のサブ画素領域は，
相互に重なり合わないように，青（Ｂ）のサブ画素領域内にそれぞれ閉曲線によって形成
される領域をなして形成される。すなわち，赤（Ｒ）及び緑（Ｇ）のサブ画素領域は，そ
れぞれその周囲を青（Ｂ）のサブ画素領域により囲まれるように形成されることができる
。より具体的には，第４の実施の形態においては，赤（Ｒ）サブ画素領域は，画素領域１
３０の左側に形成され，緑（Ｇ）サブ画素領域は，画素領域１３０の右側にそれぞれ形成
される。赤（Ｒ），緑（Ｇ）及び青（Ｂ）それぞれのサブ画素領域の形状は四角形である
。また，画素領域の最外郭には常に青色（Ｂ）サブ画素領域が位置する。
【０１２０】
　画素領域１３０上に形成される青（Ｂ）サブ画素は，赤（Ｒ）サブ画素及び緑（Ｇ）サ
ブ画素の上部または下部のいずれに形成してもよい。青（Ｂ）サブ画素が上部に形成され
る場合，赤（Ｒ）サブ画素の領域及び緑（Ｇ）サブ画素の領域は，画素定義膜１３１によ
って区分されることができる。
【０１２１】
　図１１～図１３において，赤（Ｒ）の発光層及び緑（Ｇ）の発光層の形成された面積を
除いた青（Ｂ）の発光層の面積は，赤（Ｒ）の発光層の面積よりも大きく，且つ，緑（Ｇ
）の発光層の面積よりも大きくするのがよい。このとき特に，赤（Ｒ）の発光層の青（Ｂ
）の発光層に対する面積の比率が０．２～０．５の範囲となるようにし，緑（Ｇ）の発光
層の青（Ｂ）の発光層に対する面積の比率が０．２～０．５の範囲となるようにするのが
よい。
【０１２２】
　上記のように，青（Ｂ）のサブ画素領域を画素領域の全面に共通的に形成することによ
り，発光効率の低い青（Ｂ）の発光層の発光効率を，赤（Ｒ）及び緑（Ｇ）の発光層の発
光効率と類似の水準に向上させることができる。これにより，本発明の実施の形態にかか
る有機発光表示装置は，その寿命特性が向上される。
【０１２３】
　また，本発明の実施の形態においては，青（Ｂ）の発光層を画素領域の全面に渡って形
成される共通層として形成したので，青（Ｂ）の発光層が形成される領域をパターニング
する必要がなくなる。したがって，マスクの数を低減させることができ，また，青（Ｂ）
の発光物質が基板の全面に塗布されることにより発光物質の劣化が少なくなるので，本発
明の実施の形態にかかる有機発光表示装置は，従来の有機発光表示装置よりも安定性に優
れる。
【０１２４】
　上記のように，本発明によれば，発光効率の低いいずれか一つのサブ画素の面積を広く
するように各画素領域のレイアウトを変更して，発光効率の低いサブ画素の寿命を改善さ
せることにより，有機発光表示装置の寿命を改善し且つ開口率を向上させることができる
。また，発光層を形成するときにマスク数を低減させることにより，ミスアラインが発生
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する可能性を減らし，解像度を極大化し且つ収率を改善することができ，更に製造コスト
も低減させることができる。
【０１２５】
　なお，本発明の実施の形態においては，青（Ｂ）の発光層を共通層として形成するもの
について述べたが，必ずしもこれに限定されるものではなく，発光効率の低い別の発光層
を共通層として形成する構成としてもよい。
【０１２６】
　以上，添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが，本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において，各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり，それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　本発明は，有機発光表示装置及びその製造方法に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】従来の技術による有機発光表示装置の一つの画素領域の概略構成を示す図である
。
【図２】図１のＡ－Ａ’線に沿った断面の概略構成を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態にかかる有機発光表示装置の全体的な概念を示す図で
ある。
【図４】本発明の第１の実施の形態にかかる有機発光表示装置の一つの画素領域の概略構
成を示す図である。
【図５】第１の実施の形態による図４のＣ－Ｃ’線に沿った断面の概略構成を示す図であ
る。
【図６】第１の実施の形態の変更例による図４のＣ－Ｃ’線に沿った断面の概略構成を示
す図である。
【図７】第１の実施の形態による図４のＤ－Ｄ’線に沿った断面の概略構成を示す図であ
る。
【図８】第１の実施の形態の変更例による図４のＤ－Ｄ’線に沿った断面の概略構成を示
す図である。
【図９】第１の実施の形態による図４のＥ－Ｅ’線に沿った断面の概略構成を示す図であ
る。
【図１０】第１の実施の形態の変更例による図４のＥ－Ｅ’線に沿った断面の概略構成を
示す図である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態にかかる有機発光表示装置の一つの画素領域の概略
構成を示す図である。
【図１２】本発明の第３の実施の形態にかかる有機発光表示装置の一つの画素領域の概略
構成を示す図である。
【図１３】本発明の第４の実施の形態にかかる有機発光表示装置の一つの画素領域の概略
構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１２９】
　３０　　　　電源供給部
　３１　　　　走査駆動部
　３２　　　　データ駆動部
　３３　　　　画像表示部
　３４　　　　画素領域
　３５　　　　有機発光表示装置基板
　Ｓ１～Ｓｎ　走査線
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　Ｄ１～Ｄｍ　データ線
　４０，１１０，１２０，１３０　　画素領域
　４１，１１１，１２１，１３１　　画素定義膜
　５０，６０　基板
　５１，６１　第１電極層
　５２，６２　画素定義膜
　５３，６３　正孔輸送層
　５４　　　　電子阻止層
　６４　　　　正孔阻止層　
　５５，６５　電子輸送層
　５６，６６　第２電極層
　Ｂ　　　　　青サブ画素
　Ｒ　　　　　赤サブ画素
　Ｇ　　　　　緑サブ画素

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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